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【研究背景】逆ペロブスカイト E10構造をもつ Mn3GaN は反強磁性体であり、これを用いた電

流誘起磁化スイッチングによる反転電流密度の削減(Ic = 6.0×105 A/cm2)が報告されている。[1] 

Mn3GaN は窒素(N)が欠損すると反強磁性の磁気配列に乱れが生じ垂直磁気異方性を有する強磁

性体 E10 MnGaNになることが報告されている。[2] 従って、MnGaNはMnGaとMn3GaN の間の

組成をもつことになり、N による組成の変化により、強磁性から反強磁性への磁気特性など様々

な特性の変化が見られると予想される。従って、本研究では、N の精密な制御により系統的に作

製したMnGaN 薄膜を用いて構造、磁性、電気的特性を明らかにすることを目的とした。 

【実験方法】 MnGaN 薄膜は Mn70Ga30ターゲットを用いて 400℃で RF マグネトロンスパッタリ

ング法でMgO (001) 基板上にエピタキシャル成長させた。 Nの制御はRF POWER (30－100 W) や

Arガスと混合する導入する N2ガス量(N2 ＝ 0.125－1.0 ％)により行った。また作製したサンプル

において面直 XRD 測定により異なる N 量に対する MnGa、MnGaN、Mn3GaN 薄膜の単結晶のピ

ークを確認した。 

【結果と考察】 Figure 1に作製したMnGaN薄膜の c軸格子定数とN2 (%)や RF power (w)の相

関について示す。この結果より N2%が小さく、RF Power (W)が大きくなるにつれて格子定数が

短くなる傾向を示し、0.377～0.388nm (Bulk Mn3GaN c = 0.389nm) の広い範囲でMnGaN単結

晶を得ることができた。また格子定数が短くなるとともに結晶性も低下したので N欠損がだんだ

ん大きくなったと言える。Figure 2はMnGa と格子定数の異なる MnGaN薄膜の磁気ヒステリシス

である。格子定数が短い、つまりN欠損の大きいMnGaNの方が飽和磁化が増加傾向を示し(inset)、

これは磁気特性が系統的に反強磁性から強磁性に転換することを示唆する。本講演ではこれら

MnGaN薄膜の磁気特性及び、磁気光学カー効果、異常ホール効果の結果を発表する。 
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